Tranzistorul MOSFET

Un dispozitiv cu semiconductor des utilizat in electronicd este tranzistorul MOSFET (Metal-Oxide
Semiconductor Field-Effect Transistor). Tn aceasta problem& vom studia un tranzistor MOSFET cu canal N.
Simbolul sau si polarizarea normala a acestui dispozitiv sunt date in schema din figura 1.
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Acest dispozitiv electronic are trei terminale cu care poate fi conectat intr-un circuit electric, notate cu
G, S si respctiv D. Notatiille provin din limba engleza si semnifica : Poarta (Gate), Sursa (Source) si Drena
(Drain).

Pentru acest dispozitiv exista un model de semnal mare in care deosebim de trei regiuni:
1) Regiunea de blocare. Tn aceasta regiune curentul de dren este nul atata vreme cat tensiunea dintre poart
si sursd, Vs, este mai mica decat o tensiune de prag Vy, (threshold).

Ip = 0,daca Vg < Vpp
2) Regiunea de trioda unde V5 > Vpy,, dar unde Vg < Vg — Vi, unde curentul de drena este:

Ip = K[2(Vgs — Vrn) — VpslVps
in acestd regiune exista o subregiune (|V | < 1V) numita regiune ohmica, unde tranzistorul se comports,
intre bornele D i S, ca o rezistentd a carei valoare este controlata de tensiunea V.
3) Regiunea de saturatie (numita si regiunea activa) unde Vg > V-, dar unde Vg = Vg — Vi
~ Ip = K(Vgs — Vrn)?
In acest model simplu exista doar 2 parametri specifici tranzitorului: K si Vg, iar curentul care intra in poarta
este neglijabil, adica I; = 0 A.

O familie de curbe specifice unui astfel de tranzistor este data in figura 2.
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Fig. 2.

a) Folosing graficul dat estimati parametrii K si V.

b) Faceti un grafic al dependentei rezistentei tranzistorului de V¢ in regiunea ohmica.

c) Daca Vg =6.5V, sursa din dreapta schemei din figura 1 este ideala si are valoarea de 10V, iar rezistenta R
este 250(), cat sunt in acest moment curentul de drena si tensiunea drena-sursa?



